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Neuere Entwicklungen bei MINIMOS
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Eine wesentliche Voraussetzung zur dreidimensionalen Simulation von Submikron—
MOSFETs bzw. MESFETs ist die Modellierung nichtplanarer Transistorstrukturen.
In MINIMOS5 wird die Transistorgeometrie durch ein parametrisiertes Modell des
Oxidkorpers realisiert. Dieses Modell ermdéglicht eine einfache Simulation von ‘Re-
cessed Gate’ oder ‘T-Gate’ Strukturen fiir GaAs—-MESFET’s durch Vorgabe weniger
Geometrieparameter. Die direkte Ubernahme des Oxidkérpers aus dem Prozefsimula-
tor PROMIS ist in Vorbereitung.

Die MESFET-Simulation erforderte die Integration von Randbedingungen fiir den
Schottkykontakt. Zur Simulation von GaAs als Substratmaterial waren substanti-
elle Veranderungen an den implementierten physikalischen Modellen (Beweglichkeit,
Generations- und Rekombinationsrate) sowie an Prozefimodellen (Implantation, Diffu-
sion) erforderlich. Die ersten erfolgreichen 2D-Testsimulationen wurden im Mai dieses
Jahres durchgefiihrt.

Die Integration verschiedener Simulationswerkzeuge (Layout—, Prozef-, Device-, Cir-
cuitsimulatoren) in eine Gesamtsimulation erfordert ein gemeinsames Datenformat. Zur
Zeit wird das PIF (Profile Interchange Format) nach dem Vorschlag von S. Duvall
(IEEE CAD-7,88) realisiert. Erste PIF-Codes nichtplanarer MOSFET-Strukturen und
Finiter-Differenzen -Gitter werden prasentiert.

Die Solver fir die linearen Gleichungssysteme wurden einer grundlegenden Unter-
suchung unterzogen, deren Ergebnis ein neues Konzept fiir die 3D Version von MI-
NIMOS ist. Dieses sieht die iterative Lésung der diskretisierten Halbleitergleichungen
in Gummels Algorithmus vor. Als effizienteste Algorithmen sind aus dieser Untersu-
chung die CJ-CG-Methode fiir die Poissongleichung und die CJ-BiCG-Methode fiir
die Kontinuitatsgleichungen hervorgegangen. Die Robustheit dieser Algorithmen auch
bei schlecht konditionierten Systemen erspart den Einsatz kostspieliger direkter Solver
im 3D Fall. Die Implementation dieser Verfahren auf Multiprozessor-Vektorrechnern
soll aufgrund der dadurch errreichbaren Rechenzeitverkiirzungen wesentlich zur Steige-

rung der Attraktivitat von 3D Simulationen beitragen.
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